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1. はじめに 

本研究では新規半導体材料として注目されている Ga2O3の結晶成長を行った。Ga2O3の結晶成長

はミスト CVD 法、融液成長法や MOCVD 法によるものが主流である。我々は簡便で低コストな

直接合成法というこれまで Ga2O3 の結晶成長ではほとんど試みのない方法で成長を行い、得られ

た結晶について評価を行った。 
 

2. 直接合成法 

SiC でコーティングしたグラファイトるつぼに原料の金属 Ga と c 面サファイア基板を設置し、誘

導加熱装置を用いて加熱する。直接合成法は、このるつぼ内において蒸発した金属 Ga と O2ガス

を直接反応させて結晶成長させる方法である。ここでは 2 段階に分け、1 段階目は金属 Ga を蒸発

させる過程として Ar 雰囲気中 1000℃、1h、2 段階目は酸素と蒸発した Ga を反応させる過程とし

て Ar＋O2混合雰囲気中 600℃、30min で行った。 
 

3. β-Ga2O3の結晶成長 

当初、粒状で多結晶の β-Ga2O3が得られたが、るつぼ内構造を工夫することにより、配向性の向上

した膜状の β-Ga2O3が得られた。成長層の表面は Fig.1 に示すように比較的平坦になっており、結

晶の向きが揃っていることがわかる。また、結晶成長の 1 段階目と 2 段階目の両過程においてキ

ャリアガスとして用いた Ar ガスの流量を減少させることで β-Ga2O3 の膜厚が増加した。Fig.2 に

各 Ar 流量における XRD パターンを示す。回折ピーク強度が増加しているのは、β-Ga2O3 結晶の

膜厚が増加したためである。また、(2̅01)以外の面からのピークは存在しないことから配向性が高

い結晶であると考えられる。当日は、直接合成法の成長機構や得られた β-Ga2O3 の評価結果の詳

細について報告する。 
 

 

 

 

   

Fig1. SEM image of grown β-Ga2O3 surface.    Fig2. XRD pattern of grown β-Ga2O3 layers(2θ-ω scan). 

β
-G

a
2
O

3
 
 

(6̅
0
3
) 

[C
u

K
α
] 

β
-G

a
2
O

3
 
 

(6̅
0
3
)  

[C
u

K
β

] 

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))19p-PB8-18 

© 2018年 応用物理学会 16-034 21


